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(71) Nombre y Apellidos o0 Razén Soclal FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER

ANGEWANDTEN FORSCHUNG e.V.

No. de Identificacién

Representante Legal (Persona Juridica)

Pafs de Domicllio ALEMANIA
6epanamenlo o Estado
Cludad " 80636 Minchen
4".-'5
Direccién Leonrodstrabe 54
(74) DATOS DEL. APODERADO
Nombre DRA. MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Direcclén CARRERA 9 No. 93-09, BOGOTA
DATOS DEL INVENTOR

(72) Nombre del Inventor (es) 1. Dr. ULRICH MOOSHEIMER

2. HORST-CHRISTIAN LANGOWSKI

Direccién y Domicllio 1. Pfarrstrabe 2, D-85411 Hohenkammer - ALEMANIA

2. Schiubstrabe 24a, D-85405 Zolling - ALEMANIA

Identificacién

DATOS DE LA PATENTE DE INVENCION

(54) Tiulo de la Invencién " CAPA PROTECTORA ORGANICA PARA PRODUCTOS ELABORADOS

MEDIANTE TECNICA DE VACIO “.

PRIORIDAD REIVINDICADA 81 ] NO

(33) Pals : (31) No. Solicitud

SE REIVINDICA EXPRESAMENTE LA FRIORIDAD DERIVADA DE ESTA SOLICITUD, DE CONFORMIDAD CON EI ART. 4*
DEL CONVENIO DE PARIS, VIGENTE EN LA LEY 178 DKL 28 DE DICIEMBRE DE 1994.

(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL | baa & ’Q




RESUMEN CON EL OBJETO Y LA FINALIDAD DE LA INVENCION

Procedimiento para proteger un sgustrato elaborado mediante técnica de vacfo de
influencias fisicas y/o quimicas en donde se trata una superficie del sustrato

mediante técnica de vacfo y se recubre a continuacién la superficie tratada con

un monfmero orghnico. Utilizacién del mencionado procedimiento el cual sirve para

proteger una superficie de un sustrato, en especial durante el transporte del semicon
ductor, de influencias y/o dafios o mecfnicos y/o como mfiscara modi

ficar estructuralmente las Lopiedades de la lugerﬂc:le del sustrato.

ANEXOS DE LA SOLICITUD
Certificado de Existencia y Representacidn Legal cuando ef solicitante sea Persona Juridica
ps Poderes debidamente otorgados, o mension de su protocolizacidn ante Ia $.1.C.
Recibo de Ia tasa respectiva $ 608.000.00
i se reivindica prioridad, el certificado respectivo (copia legalizada)

jeta archivo temdtico segin formato
Extracto para resumen o para publicacién segin formato

IREEHREO0HER

Arte final 12 x 12 cms.

SOLICITO LA CONCESION DE LA PATENTE DE INVENCION Y DECLARO QUE LA INVENCION
NUEVA Y DE Ml PROPIEDAD

ST, 2000
MM c.c.‘}s'?mm Usaquén TP No. 70819 del Comqo Superior de la

Judicatura




ALVARO CASTELLANOS M. & CIA.
ABOGADOS
Carrera § No. 53-8

Apartada §340
Bogotd - COLOMSIA

Seffior

Jefe de la Divisién de Signos Distintivos
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Desarrollo Econémico -

E. S. D.

Re.: PODER conferido por la socledad FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZIR FORDERUNG DER
ANGENANDTEN FORSCHUNG e.V.
Yo, XIMEN_'A_ CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada
como aparece al ‘plé de mi fima, atentamente manifiesto a Uds. que sustituyo en la Dra.:

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, el poder que me confiié la sociedad
FRAUNIFER-GESELLSCEAFT Z1R FOBLERIN: NEEN FESHIG e.V. de Mnich AUBSNIA de 16/5/2000

debidamente legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores eldia 30 de Agosto de
.2,000 bajo el No.. 326151° » CON las mismas facultades que me fueron conferidas, para

tramitar la solicitud de Patente de Invencién titulada: "™ CAPA PROTECTORA ORGANICA PARA
PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE TECNICA DE VACIO ™,

-Ilanos Abondano Wm

Ximena

C.C. No. 39.773.330 de Usaquén C.C. No. 39°779.654 de Usaquén

T.P.A. No. 58.238 de Del Cons. Sup. de la Judicatura T.P.A. No. 70819 del Cons. Sup. de la Judicatura
Carrera 8 No. 93-09 - Santafé de Bogoté Carrera 9 No. 93-09 - Santafé de Bogota
Teléfono: 6107420 - 8107480 Teléfono: 6107420 - 6107480

Santafé de Bogota,
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Volimacht filr Patent-und Warenzelchenanmeldungen
Columbien Konsularische Beglaublgung erforderiich.

98/34255-1IVV/CO KI

,\??*}39

PODER VOLLMACHT
3

El fos 4&!“ ® . Der die Unterzeichnenden ()
1' FRAUNHOFER-GESELLSCHAFY PRAUNHOFER=GESELLSCHARFT
/ zur FSrderung der angewandten

zur FSrderung der angewandten

Forschung a.V,

Forschung e.V.

; Ia IQ&?&L:I&. Alemania

Leonrodstr. 54
mm&aﬁ Minchen Gemy

—GERMANY

por ef presente confleren poder a3 XIMENA CASTELLANOS A. yio
MAR 'A CASTELLANOS A. abogadas con ofidnas en la Carrera 9 No. 93-
09, - COLOMBIA, para

hiermit bevollmachtigrt {(en) XIMENA CASTELLANOS A.,
MARGARITA CASTELLANGS A. mit Buro In der Carrera 9 No. 93-09, Bogota-
COLOMBIA, Zu

.

obtener la proteccidn de mi (nuestra) propledad industrial y con este
05 a diches apoderados para que NOS representen ante
cualejquiera autoridades © personas de los drdenes administrativo,

, cancelacion, nulidad, medidas Gautelares y en general los juiclos
, penales, administrativos o contencloso-administratives que
0 se nos promuevan pudiendo en todos los 'actos y gestiones

1, aceptar notiicacdones y nombrar apoderados judiciales y
ickales,

frmado en__ Mupdch,

e:j__u_ns_gm_zooo .
[ .

[T

und zur Gewaehrung des Schutzes meines (unseres) Industriclien Elgentums,
und zu diesem Zweck ermaediigen wir die genannten Bevollmaechtigten,
damit sl uns vertreten vor jedweder Behoerde oder Person der Verwaluung,
im Verwahungsstreitverfahren und vor Gericht in allen Handlungen und
Betrelbungen in folgendem Zusammenhang :

#) Erfangung von Erfindungs-, Model-und industriellen Zeichnungspatenten;
Regisirierung von Fabrikmarken, Service-Kofiektiv- und Schuts marken:
Hinterlegung von Handelsfamen und Zeichen; deren Erneuerung,
Verlaengerung, Einschreibungihrer Uebertragung und Namensoder
wohnsltizwechsel, freiwlllige Loeschung und dle Lizenzregistrierung
zum Gebrauch der obigen Rechte; b} Erlangung ron Sanitiren Reglster
o Hardikngen im 2usammenhang mic Widerspruch, Loesciung, Ungueltigiele,
vorbeugende Massnahmen und aligemein 2vll, Stvaf-, Verwaltungs- oder
Verwaltngsstrekprozesse, die wir einleiten oder weiche gegen uns eingeieitet
werden, wobei in alien oben genannten Handiungen und Betrelbungen dieses
Mandat ersetzt werden kann, Vergleiche geschiossen, verzichtet ,
entgegengenonmen, kanpelllert, aufgegeben, Zustallungen angenommen und
gevichtiche und aussergerichtiiche Bevolimaedhigte emannt werden koennen.

Ausgestet und unterzeichniet (n, Minchen

—

FRAUNHOFER~GESELLSCHAF
zur Fdrderung der angewandten

ALVARO CASTELLANOS M.&LClAForschung e.V.

ABOGADCOY COLOMEBIA

Carrera 9 No. ¥3-09 - PO, Box 6349 - Bogoth, Colornbla.
Tels: {571} 610 74310 /60 7 30 - Fav. (371) 010 om}- e-mall acasteli@impsat.netco

e Otlelnl]




2228K
URNr. 12000

Ich beglaubige hiermit die Echtheit der vorstehenden, vor mir vollzogenen
Unterschrift von

Herrn Dr. Helmut Schubert,

geboren am 04.10.1950,
geschaftsansdssig Leonrodstr. 68, 80636 Minchen,

peradnlich bekannt,

hier handeind fOr die
Fraunhofer - Gesellschaft zur F8rderung
der angewandten'Forschung eingetragener Verein
mit dem Sitz in Mlinchen
aufgrund Volimacht, die heute in Urschrift voriag und hier in beglaubigter
Abschrift beigefigt st.

Manchen, den 16.05.2000

Dr. Keidel, Notar




2229K

URNEr. /2000

Beascheinigung der juristischen Person nach § 22a BNotO

Ich, der unterzeichnete Notar Dr. Helmut Keidel in Mdn-
chen, )

beacheinige hiermit aufgrund Einsicht in das Vereinsregi-
ster des Amtsgerichts Miinchen vom 03.05.2000, daf dort
unter VR Nr. 4461 die

Fraunhofer-Gesellschaft zur Fdrderung
der angewandten Forschung eingetragener Verein
mit dem Sitz in Minchen

eingetragen ist und damit eine juristische Person ist
und als solche durch die Eintragung unter den Gesetzen
der Bundesrepublik Deutschland anerkannt wird und daf
die Herren Dr. Hans-Ulrich Wiese und Dr. Dirk-Meints
Polter als Vorstand des vorgenannten Vereins bevollmich-
tigt sind, die obenerwdhnte Organisation zu vertreten.
Ich bescheinige weiterhin, daf Herr Dr. Helmut Schubert,
geboren am 04.10.1950, geschiftsansdssig: Patentstelle
fdr die Deutsche Forschung, Leonrodstr. 68, 80636 Min-
chen, von den Herren Dr. Wiese und Dr. Polter aufgrund
der in beglaubigter Absechrift beigefiigten Vollmacht
bevollmdchtigt wurde, Rechte an Patenten, Patentanmeldun-
gen, Gebrauchsmusteranmeldungen, Warenzeichen, Warenzei-
chenanmeldungén, aus niedergelegten Geschmacksmustern,
Urheber-, Kunstschutz- und Verlagsrechten im Namen des
vorgenannten Vereins an Dritte zu illbertragen, zu verdu-
fern, zu verpfinden oder daran Lizenz zu vergeben.

Minchen, den 16.05.2000

Dr. Keldel,‘:>Notar

i
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Beglaubigte Abschrift FhGy

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT
ZENTRALVERWALTUNG

LeonrodstraBe 54
D-8000 Miinchen 19

Telefon {083) 1205-01
Telefax (089) 1205-317
Telex 5215382 fhygs d

Vollmacht Telotex 898561 = FhG

Hiermit bevollmidchtigen wir

Herrn Dr. Helmut Schubert
geb. 04.10.1950
geschéftsanséasslg: Patentstelle far
die Deutsche Forschung,
Leonrodstrafe 68,
8000 Minchen 19

bis auf Widerruf Rechte an Patenten, Patentanmeldungen, Gebrauchs-
musteranmeldungen, Warenzeichen, Warenzeichenanmeldungen, aus nie-

dergelegten Geschmacksmustern, Urheber-, Kunstschutz- und Verlags-
rechten im Namen der

Fraunhofer-Gesellschaft zur Fdérderung
der angewandten Forschung e.V.,
Leonrodstrafe 54, 8000 Mianchen 19

an Dritte zu ilbertragen, zu verdufern, zu verpfédnden oder daran
Lizenz zu vergeben.

NN . o Wl . (VLK
(Dr. D.-M. Poifer) (Dr. H.-U. Wiese)




Ich beglaubige hiermit die Echtheit der v rstehenden,
vor mir vollzogenen Unterachriften von

a) Herrn Dr. Dirk-Meints P o l t e r , Vorstandsmit-
glied in Minchen,

b) Herrn Dr. Hans-Ulrich W i e s e , Vorstandsmitglied
in Minchen,

beide Herren persdnlich bekannt.

Hierzu bescheinige ich aufgrund Einsicht in das Vereins- -
j%i register des Amtsgerichts Minchan -VR-Nr. 4461~ vom

_i;, 09.11.1992, dap die Herren Dr. Polter und Dr. Wiese als

. 7+ Vorstandsmitglieder gemeinsam zur Vertretung des Vereins
. Fraunhofer-Gesellschaft zur Fdrderung

:;': ' der angewandten Forschung eingetragener Verein

> - mit delh Sits in MOnchen

' berechtigt sind.

tinchen, den 23.11.1992 £|

Dle Obereinstimmung vorsishender Abschri
mit der Urschnit wird mermit beglaubigt.
Manchen, den n:}ird AN

-
b

Or. Keldel, Notap
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CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA
MUNICH

No. 138

El suscrito Cénsul General de Colombia en Munich, Reptblica Federal de Alemania
CERTIFICA:

Que el sefior(a) PETER SELK, quien autentica la firma del signatario en el presente
documento, ejercia en la fecha alll indicada las funciones de Vicepresidente del
Tribunal de Munich No.1, y que la firha y sello que en el documento aparecen como
suyos, son los que usa y acostumbra en sus actos oficiales.

Que la empresa FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT zur Foérderung der angewandten -
Forschung e.V. est4 registrada en el Registro del Juzgado Municipal de Munich bajo
el numero VR 4461, y que esta constituida y ejerce su objeto sacial de conformidad
con las Leyes de la Republica de Alemania.

Que ol {los) sefior (es), Dr. Dirk-Meints Polter y Hans-Ulrich Wiese quien(es) firma(n)
ol presente documento tienen facultad iegal y suficiente para representar a la
mencionada firma y otorgar poderes en su nombre.

b |

Que ha tenido a la vista la documentacion que prueba lo anterior.
E! Cénsul General, no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento
autenticado.

Munich, 11 de agosto de 2000 *

o A

LUIS IGNACIO ANDRADE
d. Coénsul General
u
PAGADO
Derechos pamiaMNecién USS 7.-
Fondo Rotatorio Us $100.-
Tean Conauler UBS‘I;!FDMZAD-DMZ&.M.—
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Traducclédn oficial del alemdn de las autenticaciones y legali-
zaciones de firmas del poder que FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR
FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG e.V. domiciliada en Mu-
nich, Repiblica Federal de Alemania, otorga a Ximena Castella-

nos A. y/o Margarita CasteIlanos A.

Registro Notarial No. 2228K/2000

Autentico oficialmente la firma que aparece anteriormente,

ejecutada en ml presencia y perteneciente a:

Sefior Dr. Helmut Schubert,
nacido el 04.10.1950
domicilio de negocios Leonrodstr. 68, 80636 Munich

conocido personalmente por el Notario,

quien acta agqui en nombre de:

Fraunhofer - Gesellschaft zur FOrderung
der angewandten Forgchung enigetragener Verein

con domicilio en Munich

seguin consta en el poder que el dia de hoy me fue presentado
en original y que ha sido adjuntado en fotocopia autenticada a

la presente. .
Munich, 16.05.2000

Dr. Helmut Keidel, Notario en Munich
(Firma,y Sello Oficial)




Registro Notarial No. 2229K/2000

Certificaciby de Persona Juridica

conforme al Articulo 22 de la Disposicién Notarial

Yo, el suscrito thario.Dr. Helmut Keidel en Munich, luego de
la revisién en el Registro de Asociacliones VR No. 4461 del
Juzgado Municipal de Munich llevada a cabo el 03.05.2000, cer-

tifico que alli se encuentra registrada la

Fraunhofer- Gesellschaft zur Fdrderung
der angewandten Forschung eingetragener Verein

con domicilio en Munich

y que por consiguiente elle es una persona Jjuridica y que me-
diante su registro de conformidad con las leyes de la Repiibli-
ca Federal de Alemanla ella es reconocida como tal y que los
Sefiores Dr. Hans-Ulrich Wiese y Dr. Dirk-Meints Polter en su
calidad de miembros de la junta directiva de dicha asociacién
tienen poder para representar a esa organizacién. Certifico
ademds que, en virtud al poder adjunto en fotocopia autentica-
da, los Sefiores Dr. Wiese y Dr. Polter le otorgaron al Sefior
Helmut Schubert, nacido el .04.10.1950, domicilio comercial:
Patentstelle filr Deutsche Forschung,_Leonrodstr. 68, 80636 Mu-
nich, poder para ceder a terceros, vender o plgnorar derechos
sobre patentes, solicitudes de patentes, solicitudes de mode-
1 3 de utilidad, marcas, selicitudes de marca, de modelos es-

téticos depositados, derechos de autor, derechos de proteccién

artistica y derechos propiedad literaria o para otorgar licen- _

Munich, 16.05.2000

Dr. Helmut Keidel, Notarl en Munic
(Firma y Sello Oficial)

- ——— (continGa en la 3* péagina)

H




WAL Sreatant

Fotocopia Autenticada

FRAUNHOFER~-GESELLBCHAYT
ADMINISTRACION CENTRAL

P r la presente otorgamos hasta nuevo aviso poder al

Sefior Dr. Helmut Schubert, nacido el 04.10.1950
domicilio comercial: Patentstelle fdr die Deutsche Forschung,
Leonrodstrafe 68, 8000 Munich

para ceder a terceros, para vender o para pignorar derechos
sobre patentes, solicitudes de patentes, solicitudes de mode-
1l s de utilidad, marcas, solicitudes de marca, de modelos es-
téticos depositados, derechos de autor, derechos de proteccién
de propiedad artistica y derechos de propiedad literaria o pa-

ra otorgar licencia sobre éstos en nombre de

Fraunhofer-Gesellschaft zur Fdrderung
der angewandten Forschung e.V.,

Leonrodstrafe 54, 8000 Munich 19.

Dr. D.-M. Polter (firma)

Dr. H.-U. Wiese (firma)

[T




Reglstro Notarial No. 2836 K

Mediante este documento autentico oficialmente las firmas que
aparecen anteriormente, las cuales fueron ejecutadas en mi

presencia y pertenecen a:

a) Sefior Dr. Dirk-Meints Polter, miembro de la junta direc-
tiva en Munich,
b} Sefior Dr. Hans-Ulrich Wiese, miembro de la junta directi-

va en Munich,

ambos Sefiores conocldos personalmente por el suscrito Notario.

Al mismo tilempo, después de la revisiédn llevada a cabo el
09.11.1992 en el Registro de Asociaciones VR No. 4461 del Juz-
gado Municipal de Munich, @ertifico que los Sefiores Dr. Polter
y Dr. Wiese como miembros de la junta directiva esta autoriza-

d s para representar conjuntamente a la

Fraunhofer-Gesellschaft zur FSrderung
der angewandten Forschung eingetragener Verein

domiciliada en Munich.

Munich, 23.11.1992

Dr. Helmut Keidel, Notario en Munich
(Firma y Sello Oficlal)

[

Se'autentica oficialmente la concordancia de esta
fotocopia con el original.

Munich, 16 de Mayo del 2000

Dr. Helmut Keidel, Notario en Mun
(Firma y Sello Oficial)

- - (continGa en la 5°® pagina)-—=-=---
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Se confirma mediante este documento la autenticidad de
la firma que aparece anteriormente, la cual pertenece
al Notario Dr. Helmut Keidel en Munich y también la au-
tenticidad del sello oficlal que aparece al lado de di-

cha firma.
Al mismo tiempo se certifica que la persona mencionada

se encontraba legalmente autorizada para la ejecucién

de ese acto oficial

Munich, 22 de Mayo del 2000

La Presidenta del Tribunal Regional Munich I:

En representacién:' Peter Selk, Vicepresidente

(Firma'y Sello Oficial)

&
El documento traducido del alemin fue legalizado
bajo el No. 326150, bajo el No. 326155 y bajo el

No. 326151 el dia 30 de Agosto del 2000 en la Ofi-
cina de lLegalizaciones del Ministerio de Relacio-
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

M\—

YOreEReE o —

KIT @ 8001760892 Raicacion 1 2269382 pogepnen
Focha (91: 2230913 15,75 08 Fulies: 39
Trenite IEMEHIES. .
| )
RECIED OFICIAL DE CAIA 3 - 55,738 asaamnsxxcmwuﬁ.ﬂ?’ L1 PRESERTRC
S
FECHA : SEPTIENBRE 7 DE 2000
COPTIA
\l
miss COMSERYACION f1me
DEPOSITANTE TIPD PAGO BAMCO CUENTA No. PASC  FECHA P50 Yr. PASO
TERESA ESPINDSA COMSIGHACION  BANCO POPULAR  050-00110-5 2082532 07/09/2000  128,302,200.00
IS C D N L EP T O p
CANT. REMTISTICO CONCEPTD TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-0¢ SOLICITUDES 1 TRAMITES DE S0L. OE PATENTE 3€ IN £08,000.00
TOTAL $ 508,000.00

SGH:  SEISCIENTOS OCHO HIL PESOS

RESPONSABLE :

* RECIBC DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

Carrera 13 No. 2700 Pisos 5y 10
Conmutador: 334 12 21
Fax: 281 31 25
Santa Fe de Bogota, D.C., Colombia



MEMORIA DESCRIPTIVA
DE LA

PATENTE DE INVENCION

SOBRE

“ CAPA PROTECTORA ORGANICA PARA PRODUCTOS
ELABORADOS MEDIANTE TECNICA DE VACIO “
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RESUMEN
Procedimiento para proteger un sustrato elaborado mediante técnica de vacio de
influencias fisicas y/o quimicas, en donde se trata una superficie del sustrato
mediante técnica de vacio y se recubre a continuacién la superficie tratada con un
monémero orgénico. Utilizacién del mencionado procedimiento el cual sirve para
proteger una superficie de un sustrato, en .especial durante el transporte del
semiconductor, de influencias y/o dafios quimicos y/o mecénicos y/o como méscara

para modificar estructuralmente las propiedades de la superficie del sustrato.
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CAPA PROTECTORA ORGANICA PARA PRODUCTOS ELABORADOS
MEDIANTE TECNICA DE VACIO

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invencién estd relacionada con un procedimiento para proteger
de influencias fisicas y/o quimicas un sustrato elaborado mediante técnica de vacio
© un sustrato que hay que elaborar mediante técnica de vacio. Se puede aplicar la
invencién en cualquier parte en que se deban elaborar producto al vacio y se deba
proteger su superficie contra influencias del medio ambiente. Este es el caso
especialmente en el érea de fabricacion de semiconductores, como por ejempla, la
fabricacién de discos o la fabricacién de células solares.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

La EP O 481 266 Al describe un procedimiento para proteger una lamina
provista por lo menos de una capa metiélica sobre su superficie. Para ello se cubre
{a capa metélica con una capa protectora que estd en condiciones de hacer frente
también a grandes esfuerzos. La firme unién de la capa protectora con la capa
metélica traslada las cargas mecénicas que actdan sobre los estratos individuales
de la I&mina bobinada en un rollo, a la capa protectora de modo que la capa
metélica misma queda protegida de las cargas mecénicas. Conforme a la EP 0 481
266 A1, se proponen capas protectoras orgéanicas de resinas sintéticas, goma laca
o ceras artificiales.

Resulta desventajoso en esta capa protectora el hecho de que las resinas
aplicadas presenten una dispersion desfavorable de la presién del vapor, una
temperatura alta de evaporacion y sean dificiles de retirar en forma completa de la

superficie metélica.
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DESCRIPCION DE LA INVENCION

Por consiguiente, la presente invencién tiene como objetivo poner a
disposicién una proteccién eficaz para superficies de productos elaborados o bien
que hay que elaborar mediante técnica de vacio contra influencias fisicas y/o
quimicas, que se pueda aplicar y/o retirar facilmente.

Este .objetivo se logra mediante el procedimiento conforme a las
reivindicaciones de patente 1 y 6. Se proporcionan modalidades complementarias
ventajosas del procedimiento conforme a la invencidn en las reivindicaciones
adjuntas.

La invencién se apoya en el hecho de que los mondémeros orgénicos se
pueden vaporizar y evaporar en vacio a temperaturas bajas ideaimente como
sustancias puras. Como mondmeros orgénicos se emplean en este caso
mondmeros con peso molecular bajo que evaporados al vacio forman un cuerpo
sélido molecular y, por consiguiente, en condiciones normales forman capas
sélidas y estables. De esta manera, por ejemplo, las triacinas como la melanina y
triacinas similares exigen tnicamente una temperatura de evaporacién de alrededor
de 200°C. En virtud de estas bajas temperaturas de evaporacién al vacio, se puede
retirar nuevamente en vacio una capa de este tipo de mondmeros orgénicos sin
influir en una capa inorgénica subyacente de metales, semiconductores u 6xidos,
como por ejemplo, Al, SiO,, AlO, o similares.

Por lo tanto, es posible vaporizar y/o evaporar en vacio una capa protectora
de monémeros orgénicos como se describié anteriormente dentro de la misma
instalacion de vacio en la cual se realiza un tratamiento de la superficie del sustrato
subyacente, Esta capa protectora causa una pasivacién de la superficie recién

fabricada del.sustrato.
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En especial, se puede procesar muy bien el sustrato o bien su superficie con
o sin una capa de melamina desprendible.

Conforme a ello, también es posible proteger sustratos Unicamente en forma
temporal, pof ejemplo, para el transporte sobre rodillos o también el transporte
través de una atmésfera exterior, someter este sustrato a continuacién a un
tratamiento mediante técnica de vacio después de la evaporacién en vacio de la
capa protectora de monémeros orgéanicos. Se retira la capa protectora sin dejar
ningun residuo, en especial cuando ésta ha sido aplicada como sustancia pura de
moléculas uniformes.

Como sustratos se pueden emplear en este caso todos los materiales planos
como también los materiales en forma de banda como por ejemplo, léminas de
polimeros tales como poliéster, polipropileno, polietileno, poliamida, poliimida,
policarbonato, papel, cartén, cintas metélicas o sus combinaciones.

Ademés, mediante la capa protectora conforme a la invencién se pueden
proteger también objetos tridimensionales como por ejemplo, discos, componentes
6pticos como lentes o reflectores/espejos, y también objetos metélicos.

Como mondmeros orgénicos se utilizan en forma ventajosa sustancias de
moléculas uniformes que resisten el proceso de vaporizacién sin sufrir deterioros y
luego forman una vez mas una capa. Se considera ventajoso el empleo de
moléculas con un peso molecular de hasta 1.000 a 1.200 dalton. Se utilizan
triacinas, en especial, 1,3,5-triacina o su sal o bien una mezcla de ello. Como
mondmero orgénico son apropiadas en especial la melamina, la ammelina, la
ammelida, el écido ciandrico, la 2-ureidomelamina, el melamo, el melemo, o las
sales de melamina como cianurato de melamina, fosfato de melamina, pirofosfato

de dimelamina o polifosfato de melamina o melamina funcionalizada como
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hexametoxi-metilo-melamina o melamina acrilato-funcionalizada o una mezcla de
ello.

En suma, mediante estos recubrimientos con capas orgénicas para sustratos
elaborados o que hay que elaborar mediante técnica de vacio se logran las
siguientes ventajas:

Puesto que |la capa orgénica estda compuesta por mondmeros orgénicos
como la triacina, éstos pueden conformar una capa mecénica y quimicamente
estable, policristalina y macroscépicamente orientada. En contraposicién a los
recubrimientos convencionales con capas de acrilato, en este caso no es necesaria
ninguna reticulacién y no se detectan olores que produzcan molestias serias. Las
capas protecForas de mondmeros organicos conforme a la invencién constituyen,
ademas, una barrera de gases y productos quimicos que protege al sustrato de las
influencias externas. Se puede aumentar esta propiedad de barrera si el sustrato
mismo como superficie presenta otra capa de barrera como por ejemplo, Al, SiO,,
AlOy 0 un elemento similar.

La capa protectora orgénica protege las capas subyacentes de las
influencias mecénicas. De esta manera, es posible transportar el sustrato. En forma
ventajosa, se aplica o bien vaporiza la capa protectora orgénica inmediatamente en
la misma cdmara en la cual se realiza también el tratamiento posterior del sustrato
mediante técnica de vacio. Gracia a ello, no se producen cargas mecénicas del
sustrato y la superficie del sustrato posee una calidad extraordinariamente buena.
Por otra parte, la capa protectora conforme a la invencién permite aumentar la
velocidad orbital y, por consiguiente, la velocidad de procesamiento del sustrato,
por ejemplo, de una lamina, debido a que la superficie del sustrato es cargable

mecanicamente. Asimismo, la calidad de la superficie del sustrato ya no depende

Y
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de la buena calidad de la superficie de los posibles rodillos que se encuentran
fuera de la camara o bien antes de la vaporizacién o después de la evaporacién al
vaclo dentro de la cdmara, para transportar e! material de sustrato con forma de
banda. El costo de la fabricacion de una instalacién de vaporizacién de este tipo
disminuye, porque la exigencia en cuanto a la calidad de los rodilios es menor y se
reducen los costos de fabricacién de una instalacién de vaporizacién de esta clase.

En forma ventajosa, se aplica la capa protectora organica antes de que el
sustrato elaborado mediante técnica de vaclo sea conducido mediante el primer
rodillo o bien se vaporiza recién después de que el sustrato que hay que elaborar
mediante té-cnioa de vacio sea conducido mediante el AGltimo rodillo
inmediatamente antes de la elaboracién posterior del sustrato mediante técnica de
vacio. De este modo, la superficie del sustrato queda protegida durante el
transporte completo contra toda influencia mecénica.

No obstante, la capa protectora orgénica protege no sélo de influencias
mecénicas, sino que también de influencias quimicas (la pasivacion de la superficie
del sustrato). Por ejemplo, en el transporte de un sustrato recubierto con los
mondmeros organicos, esta capa protege la superficie del sustrato de la oxidacion
en la atmésfera exterior. Gracias a ello, es posible, por ejemplo, fabricar y
transportar semiconductores que presentan una superficie de silicio puro que se
oxida s6lo en forma retardada durante el transporte o el almacenamiento.

La capa orgéanica evaporada en vaclo se adhiere muy bien a la capa de
sustrato inorgénica subyacente y se puede estampar, pegar y sellar muy bien. Dado
que se puede vaporizar sin problemas, esta capa no dificulta las etapas de
tratamiento posterior.

Por ejemplo, se puede aplicar la capa inorgénica dentro de una instalacién
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de vaporizacion al vacio en la misma cdmara de vacio, o bien antes del primer

. rodillo guia, entre la aplicacion de una capa inorgénica por ejemplo, una capa de

Al, y el primer contacto de la capa inorgénica con un rodillo gufa. Debido a ello, se
reducen dréasticamente los defectos en la capa inorgénica producidos por las
influencias mecénicas en el rodilio gula. En forma correspondiente, se puede retirar
otra vez la capa protectora de monémeros orgénicos recién después de |a pasada
del dltimo rodillo antes de un procesamiento posterior mediante técnica de vacio,
por ejemplo, la aplicacién de una capa de Al El procesamiento posterior puede
consistir también en un analisis de la superficie del sustrato, sirviendo la capa de
melamina para proteger o bien conservar la superficie del sustrato durante el
transporte a la instalacién de andlisis.

En consecuencia, la capa orgénica puede servir no sblo para una pasivacion
duradera del sustrato o bien de una capa sobre el susirato, como por ejemplo, una
capa de Al, sino que también se utiliza para protager en forma temporal capas o
estructuras evaporadas al vacio. Por ejemplo, se recubre un disco de silicio
elaborado al vaclo con la capa de barrera orgénica al vaclo. El recubrimiento puede
ser superﬂciél o parcial. En el aire o en otro medio, la capa de barrera organica
protege las capas o estructuras subyacentes de una interaccién con el aire o el
medio, por ejemplo, de una oxidacién répida. En la siguiente etapa, se puede
vaporizar la capa organica nuevamente en forma completa o sélo en éreas
parciales (parcialmente) en virtud de su baja temperatura de evaporacién al vacio
sin ejercer un efecto negativo sobre las capas o estructuras recubiertas. Por
consiguiente, el recubrimiento temporal con la capa organica protege las capas 0
estructuras subyacentes cuando éstas dejan el vacio.

La aplicacion por éreas o la vaporizacién por éreas de la capa organica
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permite también un tratamiento estructurado del sustrato. De esta manera, se
puede vaporizar en forma estructurada, por ejemplo, una parte de la capa
protectora orgénica antes del tratamiento posterior mediante técnica de vacio, por
ejemplo, litogréficamente o mediante laser, de modo que luego esté disponible
Unicamente una parte de la superficie del sustrato para el tratamiento posterior
mediante técnica de vacio. Este tratamiento mediante técnica de vaclo puede
consistir entonces, por ejemplo, en exponer este sustrato recubierto parciaimente
s6lo en forma estructurada atin a un plasma, por ejemplo, un piasma de oxigeno o
amoniaco, mediante lo cual se produzca como resultado una oxidacién o nitruracion
estructurada del sustrato. En suma, la capa protectora orgénica puede desempeiiar
también una funcién de mascara en el procesamiento posterior del sustrato.

En resumen, con los procedimientos conforme a la invencién que se basan
en la posibilidad de una evaporacion y vaporizacién mediante técnica de vacio de
la capa de monémeros orgénicos se pueden fabricar piezas brutas para discos o
también células solares protegidas contra influencias ambientales quimicas y/o
mecanicas.

Otra édrea de aplicacibn es la posibilidad de fabricar nanoparticulas
protegidas de la oxidacion. Para ello, se aplica sobre un sustrato en primer lugar
una capa orgédnica como capa de monémeros orgénicos desprendible. En este
caso, los monémeros organicos pueden ser monémeros iguales a los que utilizaron
para la capa protectora orgénica conforme a la invencién. A continuacion, se aplica
una capa desprendible, por ejemplo, de aluminio, y se le recubre nuevamente con
la capa protectora orgénica conforme a la invencion. Por consiguiente, se incluye la
cap'a desprendible arriba y debajo de la capa orgénica. Para desprender la capa de

aluminio, se diluyen en forma parcial las capas protectoras orgéanicas, por ejemplo,
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en caso de que éstas estén compuestas por un mondémero orgénico soluble en
agua, mediante la accién del agua. A través de ello, se suelta la capa de aluminio
del fondo, permaneciendo, sin embargo, adherido un resto pequefio de las capas
orgénicas en ambos lados de la capa de aluminio como capas protectoras. De este
modo, se evita la oxidacién de las particulas de aluminio desprendidas, por
ejemplo, nanoparticulas. Por lo tanto, se puede aplicar este procedimiento en la
fabricacién de pigmentos para efectos 0 de nanoparticulas.
DESCRIPCION DETALLADA DE LOS DIBUJOS

A continuacién, se describiran algunas modalidades conforme a la invencién
en forma de ejemplos.

La Figura 1 muestra una camara de vacio conforme a la invencion.

La Figura 2 muestra un procedimiento de recubrimiento en capas conforme a
la invencion.

La Figura 3 muestra un procedimiento de recubrimiento en capas y
procesamiento conforme a la invencién.

La Figura 1 muestra una camara de vacio con una primera camara de
recubrimiento en capas 1, una segunda camara de recubrimiento en capas 2, un
primer evaporador 3 ubicado en la segunda camara de recubrimiento en capas 2 y
un segundo evaporador 4 que se encuentra igualmente en el 4rea de la segunda
cdmara de recubrimiento en capas 2. Los dos evaporadores 3 y 4 estén frente a un
cilindro de vaporizacion 8 mediante el cual se conduce la lémina 5 como sustrato.
Se desenrolla la lamina 5 de un cilindro 6, se conduce mediante un cilindro de
vaporizacion 8 y a continuacion se enrolla en un cilindro 7. En la Figura se indica la
direccién de movimiento de la ldmina mediante la flecha.

Conforme a la invencion, se desenrolla la l4mina 5 del cilindro de bobinado 6
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y se conduce alrededor del cilindro de vaporizacion 8. Alli se recubre
primeramente la ldmina mediante técnica de vacio, por ejemplo, con una capa de
aluminio como capa de barrera. A continuacién, se recubre la ldmina mientras gira
alrededor del cilindro de vaporizacibn 8 con melamina desde el segundo
evaporador 4, de manera que dicha l&mina sea enrollada posteriormente en el
cilindro de bobinado 7. Dado que la capa de aluminio estd ahora recubierta y
protegida con la capa de melamina, las fricciones entre los estratos individuales de
la l&mina en el rodilio de bobinado 7 no pueden producir dafios en el recubrimiento
de aluminio.

La Figura 2 muestra un procedimiento para el recubrimiento y procesamiento
conforme a la invencién de una ldmina 5 como sustrato. En esta Figura, se indican
los mismos elementos con los mismos nimeros de referencia. No obstante, en este
caso se conduce una lamina 5 alrededor del cilindro de vaporizacién 8 y luego se
transporta a otras etapas de procesamiento mediante los rodillos guia 9 y 10. En la
rotacién alrededor del cilindro de vaporizacién 8, se aplica primeramente el
recubrimiento mediante técnica de vacio, por ejemplo, con aluminio, desde el
evaporador 3, sobre lo cual se proporciona a continuacién ain antes de la
circulacién de la 14mina 5 mediante el primer rodillo guia 9 una capa de melamina
desde el segundo evaporador 4. De este modo, la capa de aluminio sobre la Iémina
5 queda protegida de todo dafio y rasgufio causado por el rodillo guila 9. En
especial, se pueden utilizar posteriormente rodillos guia 9 cuyas propiedades de
superficie cumplan con exigencias inferiores. Ademés, se produce en forma
ventajosa una velocidad més alta de las laminas y, por consiguiente, una
productividad mas alta de la instalacién de vaporizacién. De este modo, en la

fabricacion y en el funcionamiento de este tipo de instalaciones de recubrimiento en
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capas se presentan grandes ventajas en cuanto a costos y rentabilidad. En
contraposicién al procedimiento representado en la Figura 2a, en la Figura 2b se
realiza el recubrimiento con melamina como capa protectora recién después de que
la l&mina ha sido conducida mediante el rodillo gula 9. En este caso, el rodillo guia
9 debera ser, por cierto, de muy buena calidad. No cobstante, la lamina y el
recubrimiento mediante técnica de vacio que se encuentra sobre la misma desde el
evaporador 3 estan protegidos de influencias mecénicas o quimicas en el
procesamiento posterior. En consecuencia, se puede llevar esta lamina, por
ejemplo, a la atmdsfera exterior sin que la capa de aluminio se oxide
inmediatamente por el contacto con el aire-oxigeno, en especial ante la presencia
adicional de humedad atmosférica. La melamina es entonces una buena barrera
para el oxigeno. Por lo tanto, ahora se puede transportar la lamina 5 cuando se
quiera afuera de la camara de vacio y se puede procesar posteriormente también
después de un tiempo de almacenamiento més largo. Por ejemplo, después del
tfransporte desde el aimacenamiento se puede introducir la l&mina 5 en otra cdmara
de vacio, donde se evapora al vacio la melamina a aproximadamente 200°C y a
continuacién se somete a un procesamiento posterior o se recubre la capa de
aluminio todavia no oxidada ni con darios mecénicos.

La Figura 3 muestra la utilizacién de una capa protectora conforme a la
invencién como méscara para el procesamiento posterior de un sustrato. En la
Figura 3a, esta representado un sustrato 11 de silicio con una capa protectora 12
de melamina que se encuentra sobre su superficie. En la Figura 3b, aparece
representada la forma en que se retira parcialmente la capa protectora 12 de
melamina de modo que surja una capa protectora estructurada. En la Figura 3c, se

somete luego este sustrato con la capa protectora parcial 12 de melamina al

10



procesamiento posterior, por ejemplo, a un recubrimiento de plasma, con el objeto
de tratar directamente, por ejemplo, de recubrir, sélo las dreas de la superficie del

sustrato 11 no recubiertas por la capa protectora 12.

11
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para proteger un sustrato elaborado mediante técnica de
vacio de influencias fisicas y/o quimicas, CARACTERIZADO porque se trata una
superficie del sustrato mediante técnica de vacio y se recubre a continuacién la
superficie tratada con un monémero orgénico.

2. Procedimiento conforme la reivindicacibn antes mencionada,
CARACTERIZADO porque se recubre el sustrato mediante técnica de vacio de otro
modo antes de recubrir con el monémero orgénico.

3. Procedimiento confoome a una de las reivindica-ciones antes
mencionadas, CARACTERIZADO porque el tratamiento mediante técnica de vacio
y el recubrimiento en capas con el monémero orgénico se realizan en la misma
instalacién de vaclo.

4, Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones antes mencionadas,
CARACTERIZADO porque el tratamiento mediante técnica de vacio y el
recubrimiento en capas con el monémero orgénico se realizan en la misma cdmara
de vaclo.

5. Procadimiento conforme a una de las reivindicaciones antes mencionadas,
CARACTERIZADO porque se recubre el sustrato con forma de banda con el mismo
monémero orgénico antes de conducir el sustrato mediante un dispositivo guia.

6. Procedimiento para proteger un sustrato de influencias fisicas y/o
quimicas, CARACTERIZADO porque se recubre el sustrato con un monémero
orgénico y se refira el recubrimiento en forma parcial o completa antes de una
elaboracién posterior del sustrato mediante técnica de vacfo.

7. Procedimiento conforme a una de las reivindica-ciones 1 a 5,

CARACTERIZADO porque antes de una elaboracién posterior, en especial

12
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mediante técnica de vacio, del sustrato se retira en forma parcial o completa el
recubrimiento con el monémero orgénico.

8. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 & 7,
CARACTERIZADO porque se retira el recubrimiento parciaimente en forma
estructurada.

8. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 8,
CARACTERIZADO porque después de retirar el recubrimiento en forma parcial o
completa se expone el sustrato a una atmdsfera reactiva, en especial, a un plasma.

10. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 9,
CARACTERIZADO porque se retira el recubrimiento en forma estructura de modo
que forme una méscara para una etapa posterior de procesamiento.

11. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 10,
CARACTERIZADO porque se desprende el recubrimiento mediante calentamiento
y/o mediante haces de electrones, laser, radiacion de fotones y/o radiacién
infrarroja.

12. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 11,
CARACTERIZADO porque se desprende el recubrimiento en vaclo.

13. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 12,
CARACTERIZADO porque el retiro del recubrimiento y la elaboracién posterior se
realizan en la misma cdmara de vacio.

14. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones antes
mencionadas, CARACTERIZADO porque se utiliza como sustrato un
semiconductor.

15. Procedimiento conforme una de las reivindicaciones antes

mencionadas, CARA CTERIZADO porque se utiliza como sustrato un disco

13



10

15

20

25

semiconductor.

16. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones antes
mencionadas, CARACTERIZADO porque se utiliza como sustrato silicio
monocristalino o policristalino o amorfo.

17. Procedimiento conforme una de las reivindicaciones antes
mencionadas, CARACTERIZADO porque se utiliza como monémero orgénico un
mondmero orgénico con un pesoe molecular bajo 1.200 dalton.

18. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones antes
mencionadas, CARACTERIZADO porque se utiliza comoe mondmero orgénico por lo
menos en forma parcial una triacina.

19. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones antes
mencionadas, CARACTERIZADO porque se utiliza como monémero orgénico por lo
menos en forma parcial una 1,3,5-triacina o su sal o bien una mezcla.

20. Procedimiento conforme una de las reivindicaciones antes
mencionadas, CARACTERIZADO porque se utiliza como monémero orgénico por lo
menos en forma parcial melamina, ammelina, ammelida, &cido cianlrico, 2-
ureidomelamina, melamo, melemo, o sales de melamina como cianurato de
melamina, fosfato de melamina, pirofosfato de melamina o polifosfato de melamina
o melamina funcionalizada como hexametoxi-metilo-melamina o melamina acrilato-
f:.lncionalizad 0 una mezcla de ello.

21. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones antes
mencionadas, CARACTERIZADO porque se utilizan como sustrato materiales
planos.

22. Procedimiento conforme a una de [as reivindicaciones antes

mencionadas, CARACTERIZADO porque se utilizan como sustrato materiales con

14
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forma de banda como por ejemplo, l&mina de polimeros tales como poliéster,
polipropileno, propiletileno, poliamida, poliimida, policarbonato, papel, cartén, cintas
metalicas o sus combinaciones.

23. Procedimiento conforme a la reivindicacidbn antes mencionada,
CARACTERIZADO porque los materiales planos estén recubiertos con una capa de
barrera, por ejemplo, una capa de Al, una capa de SiO, y/o una capa de AlO,.

24. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones antes
mencionadas, CARACTERIZADO porque el sustrato esta provisto de otra capa de
un mondmero orgéanico y luego se recubre este sustrato de otro modo mediante
técnica de vacio.

25. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones antes
mencionadas, CARACTERIZADO porque se aplica el monémero orgénico mediante
un procedimiento de técnica de vacio y/o mediante lacado.

26. Utilizacion de un procedimiento conforme a una de las reivindicaciones
anteriores, CARACTERIZADO porque sirve para proteger una superficie de un
sustrato, en especial durante el transporte del semiconductor, de influencias y/o
dafios quimicos y/o mecénicos y/o como méscara para modificar estructuralmente
las propiedades de la superficie del sustrato.

27. Utilizacién de un procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1
a 24, CARACTERIZADO porque sirve para fabricar una pieza bruta para disco o

una célula solar protegida contra influencias ambientales quimicas y/o mecénicas.
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(E&j SOLICITUD DE 36
REFUMIUA UK COLainiA PATENTE DE
SlE M INVENCION
T LA
VRN DE NUEYAN CREALVIHNIES
EXTRACTO
(21) No. S8OLICITUD {(61) INT.CL
(22) FECHA DE
PRESENTACION (71) SOLICITANTE
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG
30) PRIORIDAD DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG a.V.
(31) No. DE SOLICITUD
{72) INVENTORES 1. Dr. ULRICH MOOSHEIMEE
32) FECHA DE PRESENTACION 2. HORST-CHRISTIAN LANQOWSKI
(33) PAIS (74) APODERADO Dr. MARGARITA CASTELLANOS
ABONDANO
(54) TITULO " CAPA PROTECTORA ORGANICA PARA PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE
TECNICA DE VACIO ".

(57) RESUMEN

Procedimiento para proteger un sustrato elaborado mediante técnica de vacic de_Influencias

fisicas y/o quimicas, CARACTERIZADO porque se trata una superficle del sustrato mediante
técnica de vacio y se recubre a continuacidn la superficie trateda con un mondmero orgénico.
Procedimiento para proteger un sustrato de influencias fisicas y/o gulmlms, CARACTERIZADO porque

se recubrs el sustrato con un monémero orgénico y se_retira el recubrimiento en forma parcia! o completa

antes de una elaboracién posterior del sustrato mediante técnica de vaclo.

Pracedimlenta conforme a una de_ias reivindicaciones antes mecionadas, CARACTERIZADO porque se
utlliza como monémero_orgénico por lo menos en forma_ parcial melamina, ammelina, ammelida, &cido
clandrico, 2-ureldomelamina, melamo, melema, o sales de melamina como cianurato de melamina, fosfato
de_melamina, pirofosfato de melamina o polifosfalo de melamina o _melamina funcionalizada como

hexametoxl-metilo-melamina o melamina acrilsto-funclonalizada o una mezcia de allo.

ARTE FINAL

TAMARO 6X®
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REQUISITOS MINIMOS PARA ADMISION A TRAMITE

PATENTE DE INVENCION [x] MODELO DE UTILIDAD [ |
» Nombre g identificacion det Sclicilante 14}
e Nombre e identificacion del Inventor (1]
e Titulo 0 nombra de la Invencitn v 4]
» Descripcion 3]
e Reivindicaciones [
e Resumen 4
o Comprobante de Pago bsi
COMPLETA [X] INCOMPLETA [ ]
DISENO INDUSTRIAL [ }

«  Nomibre e identificacion del peticionario ., [1]
e Nombre e identificacion del inventor o disefiador [1
¢ Indicacion del género de productos para los cuales debe utilizarse []
o Representacion grafica []
o Comprobante de pago i1
COMPLETA| ] INCOMPLETA | ]
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SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

PRIMER EXAMEN DE FORMA
EXPEDIENTE 00-69182

Practicado el examen juridico de acuerdo con lo establecido en el att. 21 de la Declsién
344 se determind que esta solicitud de Patente de invencidén:

SIf{x ] NOI ]

SIT 1 NO[X]

SIf ] NO[ 1]

Si[x] NOT 1
OBSERVACIONES

NO APLICABLE [ ] Presentd los poderes necesariocs en
forma correcta (Decisién 344, art. 14-a).

NO APLICABLE[ ] Acreditdé, en forma cormrecta, la
axistencla y representaciéon de la persona Juridica solicitants
(a1r_;;914 ?—c de la Decisién 344; literal g) del art. 4 del Decreto
1 )

NO APLICABLE [ ] Presentd, en forma cofrecta, el
comprobante de pago por la tasa de presentacién establecida
(art. 13-f de la Decision 344 y la Resolucién 02 del 4 de Enero
del 2000)

EXTEMPORANEAMENTE [ ] Relvindico prioridad, dentro del
plazo y de acuerdo con lo previsto en e Articulo 4 del
Convenlo de Paris.

NO APLICABLE [ x ] Presentd copla, certificada su
conformidad por la Administracién que recibié la solicitud de la
cual reivindica prioridad, al momento de radicar la solicitud
nacional.

NO APLICABLE [ x] Presentd ia traduccién del caphtulo
relvindicatorio de la solicitud de ia cual se relvindica prioridad
(At 4, D-3 Convenlo de Parfs; Concepto: 5 de enero de 1999
S1.C).

CUMPLE LOS REQUISITOS JURIDICOS

En consecuencia, se conceptia que esta solicitud:

SI[x] NO[ ]

Se ajusta a los aspectos FORMALES indicados en la Declsion
344 y por tanto,

Se recomienda PUBLICAR el extracto correspondiente.

Bogota, D.C., 18 de septiembre del 2000

EXAMINADOR JURIDICO.
202022

Carrgra 13 N° 27-00 Pisos 5"y 10"
Conmutador 334 1221-2-3-4

Fax 281 3125

Santafé da Bogotd, D.C. - Colombia
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%gﬁ_sxmn DE FORMA

Radicacién no CC 842
Concepto Técnico uoﬂch6 Clasificacién Internacional de Patentes £33 & 7 bo

5T

Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 2] de la Decision 344 se determin que esta

solicitud de Patente de Invencidn:

STl NO[] Contiene la identificacion correcta del inventor (Art.8, Art.13-a).

SIj] NO[] Contiene la identificacién correcta del solicitante (Articulo 13-a).

SIj] NO[] Contiene el resumen con el objeto y finalidad de la invencién en forma correcta
(Art.13-e).

SI[] NOJ Contiene el titulo o nombre de la invencién en forma correcta (Art.13-b).

SIN] NO[] Contiene la descripcion clara y completa de la invencién (Art.13-c).

SI[] NO[1] Contiene los dibujos correctos (Art.14-c junto con el literal d) del Art. 4 del Dto.
117 del 94).

SIpd NO[1 Contiene las unidades de medida en el sistema exigido (Art.14-c junto con el
Decreto 3464 del 26 de diciembre de 1980).

SI[]NOM Contiene una o mis reivindicaciones, en forma correcta, que precisen la materia
para la cual se solicita Ia proteccién mediante la patente (Art.13-d).

SI[]1 NOK Contiene el extracto de acuerdo con el literal c) del articulo 4 del Dto. 117 /94.

SIH NOH Contiene el arte final del dibujo caracteristico de acuerdo con el literal c) del
articulo 4 y el articulo 27 del Dto. 117 /94.

SI[] NO Contiene la tarjeta del Archivo Temitico [formato P-104] en forma cormrecta
(Art.14-c junto con el literal b) del articulo 4 del Dto. 117 /94).

SI[] NOM Contiene la tarjeta del Archivo de Propietarios [formato P-105] en forma correcta
(Art.14-c junto con el literal b) del articulo 4 del Dto. 117 /94).

SI[] NOA CUMPLE LOS REQUISITOS TECNICOS

OBSERVACIONES Y OTROS: S1K] NO[] ver hoja(s) anexa(s)

Santa Fe de Bogotd, D.C.,

oc 10 06

EXAMINADOR TECNICO

Cédigo 202017

|
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DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
PRIMER EXAMEN DE FORMA

CONCEPTO TECNICO N° 45“%

EXPEDIENTE N° 00-69182 IPC:B32B 7/00

Las siguientes son las observaciones que se desprenden del primer examen de
forma:;

No es clara la expresién empleada en la clausula 2. “......el sustrato mediante
técnica de vacio de ofro modo”; especificar a que se refieren. £n la reivindicacién
10: “..en forma estructura’??....”, la misma observacién se aplica.

Las reivindicaciones se clasifican de diferente forma, es decir, por su objeto se
dividen en reivindicaciones de productos (sustancias, compuestos, mezclas), las
reivindicaciones de aparatos (instrumentos, dispositivos, instalaciones) definidas
por su estructura o funcionamiento de sus elementos, y las reivindicaciones de
procedimiento (métodos, sistemas y procesos) en general, estarén definidos
por las diferentes etapas que se llevan a cabo en él, Indicando, por clerto, las
variables y su respectiva cuantificacién. También se le informa al solicitante
que las reivindicaciones se dividen por su forma en independientes y
dependientes, las primeras son las que definen a ia invencién en su forma més
general y las segundas definen a fondo cada caracteristica de la reivindicacién de
la cual dependen. El capitulo reivindicatorio presentado no cumple con dichos
preceptos

Las reivindicaciones 26 y 27 deben ser eliminadas se entiende que el
procedimiento es para proteger la superficie de un sustrato y éste ya es reclamado
(aunque inexactamente) en las clausulas 1 a 25. Enviar un nuevo capitulo
reivindicatorio corregido.

El titulo debera estar redactado conforme a lo que se esta protegiendo en el
capitulo reivindicatorio, es decir, un procedimiento para proteger un sustrato
elaborado mediante técnica de vacio.

Incluir el extracto para la publicacién conteniendo las principales reivindicaciones
de la invencion.

Todos los documentos que involucren los cambios anteriormente mencionados
deben ser incluidos de nuevo (tarjetas de archivo, resumen).

Examinador Técnico de Patentes
Coédigo 202017
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DE INDUSTRIA
vcoumcno
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

EXPEDIENTE 00-69182
AUTO 3330
LA JEFE DE DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: Reconocer personeria a la doctora MARGARITA CASTELLANOS
ABONDANO como apoderada sustituta de la Socledad solicitante, en los términos y para
los efectos dei poder conferido.

ARTICULO SEGUNDO: Conforme lo establece el articulo 22 de la Declsion 344 de [a

Comisién del Acuerdo de Cartagena, requiérese al solicitante, para que dentro del plazo

de treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de notificacién del auto, presente

‘r’esfopuesla a las observaciones o complemente los antecedentes sefialados en el examen
e forma.

ARTICULO TERCEROQ: Notificar por estado el presente auto, advirtiendo que contra el no
procede recurso alguno en la via gubemativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota D.C., a los (i 0 0CT. 2089

LA JEFE DE LA DIVISION DE NUEVAS CREACIONES,

ALIX CARME CESPEDES DE VERGEL

NOTIFICADO POR EST
B acT

Bogota D.C., {4 por anotacion en estado de esta misma fecha.

VENCIMIENTO NOTIFICACION ESTADO
SOLICITO PRORROGA TERMINO SI NO

VENCIMIENTO TERMINO PRORROGA

Carrera 13 N* 27-00 Plsos 5°y 10°
Conmutador 334 1221-2-3-4
Fax 281 3125
Santafé de Bogots, D.C. - Colombia



